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【背景】磁性半導体の異常ホール効果は、スピントロニクス応用の観点から注目されている。そ

の中でも EuTiO3は、磁気転移温度（5.5 K）以下での異常ホール効果の大きさと符号がキャリア濃

度によって変化する特異な物質である[1]。パルスレーザー堆積（PLD）法により Eu1-xLaxTiO3 薄

膜を作製し異常ホール効果の制御に成功した過去の報告[1]では、10
20

 cm
-3以下の低キャリア濃度

の薄膜は絶縁体的であったため 5.5 K 以下の低温で磁気輸送特性の測定が困難であった。本研究

において、最近電子ドープ型 SrTiO3薄膜の移動度の飛躍的向上に成功している製膜方法である有

機金属ガス源分子線エピタキシー（MOMBE）法[2]を Eu1-xLaxTiO3薄膜成長に用いることで、より

低いキャリア濃度領域の薄膜の金属化と異常ホール効果の観測に成功したので報告する。 

【実験と結果】MOMBEにより LSAT(001)基板上に Eu1-xLaxTiO3薄膜を作製した。チタン源として

チタンを含む有機金属ガスのチタンイソプロポキシド(TTIP：Ti(OC3H7)4)を供給し 1000C の高温

で製膜することによって、化学両論比を保った高品質薄膜

の作製が可能になった。この MOMBE 薄膜はキャリア濃度

3×10
19

 cm
-3

 という低キャリア濃度においても金属化し、Fig. 

(a) に示すように 2 Kでの移動度は 300 cm
2
/Vsに到達した。

この移動度の値は PLD 薄膜[1]と比べて 1 桁向上しており、

薄膜中の欠陥等による散乱が大幅に低減したことを示唆し

ている。また Fig. (b) に示すように、MOMBE薄膜の 2 Kに

おける異常ホール効果の符号は、PLD 薄膜の報告[1]と同様

にキャリア濃度に依存して変化するが、負から正への符号

変化は低キャリア濃度側にシフトし、高キャリア濃度で正

から負への新たな符号変化が観察された。また、外部磁場

印加時の磁化過程において、トポロジカルホール効果の存

在を示唆するような異常ホール効果の異常な磁場依存性も

観察された。講演では、この新たに見いだされた異常ホー

ル効果の振る舞いについても議論する。 
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Fig. (a) Mobility and (b) anomalous 

Hall resistivity at 2 K for MOMBE and 

PLD-grown Eu1-xLaxTiO3 thin films as 

a function of the carrier density. 
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